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Znany jest caly szereg sposobéw wplywania
na rozklad czuloSci w widmie selenowego
ogniwa fotoelektrycznego. Mozna podwyzszyé
nieznacznie czuto§¢ w podczerwonej czeéci
widma na przyklad przez domieszanie telluru
i rteci do selenu. Wskutek nalozenia warstwy
kadmu pomiedzy selen i zewnetrzng elektrode
przykrywajaca wystepuje w krzywej czulosei
widmowej drugie male maksimum przy diu-
gosci fali okolo 710 m u. Wystepowanie tego
maksimum nalezy przypisaé tworzeniu sig
selenku kadmu w miejscu stykania sie selenu
i kadmu. Jezeli pomiedzy selen i kadm zosta-
nie umieszczona jeszcze warstwa selenku biz-
mutu, to drugie maksimum wystepuje przy
wiekszych diugo$ciach fal i wynosi okolo 35Y%,

*) Wilaséciciel patentu o$wiadczyl, ze wspoéi-
twoércami wynalazku sa inz. Gisbert Dietzel,
prof. dr inz. Paul Gorlich i dr Alfred Krohs.

glownego maksimum. Wynalazek dotyczy ogni-
wa fotoelektrycznego, ktérego krzywa czulosci
widmowej posiada silnie zarysowane drugie’
maksimum w zakresie dlugo$ci fal od 780 m u
do 820 m u, ktérego wysoko$¢ wynosi ponad
50%, giéwnego maksimum.

Wedlug wynalazku uzyskaé to mozna réw-
niez w ten sposéb, ze dla zwiekszenia calko--
witej czuto§ci i zmiany czuloSci spektralnej
pomiedzy warstwa zasadnicza a pofrednig lub
pomiedzy dwoma lub kilkoma warstwami po-
$§rednimi umieszczona jest warstwa oddziela-
jagca, ktora kieruje dyfuzja substancji zawar-
tych w warstwie poéredniej do warstwy den-
nej. Warstwa ta moze byé wytworzona na
drodze chemicznej. Moze si¢ ona skladaé
z izolatora, na przyklad fluorku wapnia.
Mozliwym jest réwniez stosowanie w tym
celu warstw poélprzewodzacych ale zapobiega-
jacych dyfuzji. Na warstwe oddzielajaca na-
dajg sie szezegélnie chlorowce metali cigzkich.



gy

Znane jest wprawdzie umieszczanie w foto-
komérkach pélprzewodnikowych i prostowni-
kach czysto fizycznych warstw zaporowych,
kiére jednak wykazuja wylacznie dzialanie za-
porowe. -Te watstwy zaporowe nie moga by¢
jednakie pordwnywane z warstwa oddzielajaca
wediug wynalazku, poniewaz nie posiadaja one

. %Zadnego wplywu na wzmozenie czutosci cal-
-kowitej i zmiane wzglednej czulofci spektral-

nej.
Na rysunku fig. 1 przedstawia schematycznie

‘przyklad ogniwa fotoelekirycznego zbudowane-

g0 wedlug wynalazku, a krzywe na fig. 2 i 3
przedstawiaja - wplyw warstwy oddzielajacej
wediug wynalazku na rozklad czuloéci wid-
mowej oraz na przebieg procesu prostowania.

W przykladzie wykonania wedlug fig. 1 na
plycie podstawy 1 nalozona jest warstwa sele-
nowa 2. Na niej znajduje sie warstwa od-
dzielajaca 3 z fluorku wapnia, na ktérej dla
podwyzszania czulo$ci ogniwa fotoelektryczne-
g0 w zaKkresie podczerwonym jest napylona
lub naparowana katodowo warstwa poSred-
nia 4 z indu. Na tej warstwie poéredniej
znajduje sie zewnetrzna elektroda przykrywa-
jagca 5, ktéra jak zwykle moze skladaé sie
z warstwy metalu lub péiprzewodnika. War-
stwa oddzielajgca 3 ma na celu w tym przy-
padku kierowanie dyfuzja indu z warstwy
poSredniej do warstwy selenowej. Dzieki te-
mu mozliwym jest wplyniecie na catkowita
i spektralng czulo§¢ fotokomoérki i na przy-
klad zwiekszyé czulo§é calkowita o wspol-
czynnik 3 i zmieni¢ odpowiednio stosunek
maksimum selenowego do maksimum w pod-
czerwieni. Grubo$¢ warstwy oddzielajacej 3
dobiera sie celowo w ten spos6b, aby w wy-
niku nie otrzymaé okre§lonego przewodnictwa
elektronowego, lecz kierowanie dyfuzja. Cal-
kowity prad fotoelektryczny takich ogniw foto-
elekirycznych o powierzchni 3,14 em? mierzony
przy frédle §wiatla normalnego A, przy 500 Ix
i oporze zewnetrznym 120 Ohméw wynosi
70—80 mikroamperéw/cm?2

Na fig. 2 przedstawione sg dla poréwnania
krzywe rozkladu czulo$ci dwéch ogniw foto-
elektrycznych odnoszace sie¢ do widma o jed-
nakowej energii. Krzywa 6 przedstawia prze-
bieg czuloéci znanego selenowego ogniwa foto-
elektrycznego z warstwa poSrednia z kadmu
i bizmutu. Drugie maksimum tej krzywej le-
zgce w zakresie 780 m u ma wysokosé okolo
35%, maksimum gléwnego. Natomiast krzywa
czulo§ci 7 dla ogniwa fotoelekirycznego we-

dlug wynalazku z warstwg poéredniag z indu
i warstwa oddzielajagca pomiedzy indem i war-
stwg selenu, wykazuje drugie maksimum, kté-
rego wysoko$¢ wynosi ponad 509, maksimum
glownego. Krzywa 8 na fig. 3 przedstawia
charakterystyke prostowania dla jednego z do-
tychezas stosowanych ogniw fotoelektrycznych
bez warstwy oddzielajacej, a krzywa 9 przed-
stawia charakterystyke prostowania ogniwa
fotoelektrycznego wyposazonego wedlug wy-
nalazku w warstwe oddzielajagcg. Jak wynika
z obu tych krzywych przy zastosowaniu wyna-
lazku uzyskuje sie znacznie wieksze dzialanie
prostownicze. Wynalazek mozna wiec réwniez
wykorzystaé do wytwarzania prostownikéow
stykowych o korzystniejszej warstwie zaporo-
wej.

Zastosowanie wynalazku dotyczy nie tyl-
ko ogniw fotoelektrycznych typu selenowego,
lecz mozliwe jest réwniez przy innych ogni-
wach fotoelektrycznych, ktére posiadajg inng
warstwe podstawowa, na przykiad z tlenku
miedziawego lub siarczku srebra. Okazalo sig
szczegOlnie korzystnym, zastosowanie indu lub
selenku indu jako warstwy poéredniej.

"~ Zastrzezenia patentowe

1. Ogniwo fotoelektryczne typu warstw po-
Srednich, znamienne tym, ze dla zwigksze-
nia czutodci catkowitej i w celu zmiany
czuloSci spektralnej jest umieszczona po-
miedzy warstwa podstawowsg a . warstwa
poérednig, lub pomiedzy dwoma lub kilko-
ma warstwami poSrednimi, warstwa oddzie-
lajgca, sterujgca dyfuzjg substancji z war-
stwy poSredniej do warstwy podstawowej.

2. Ogniwo fotoelektryczne wedtug zastrz. 1,
znamienne tym, ze warstwa oddzielajgca
jest dielektrykiem nieprzewodzacym.

3. Ogniwo fotoelektryczne wedlug =zastrz. 1,
znamienne tym, ze warstwa oddzielajaca
sklada sie z fluorku wapnia.

4. Ogniwo fotoelekiryczne wedlug zastrz. 1,
znamienne tym, zZe warstwa oddzielajaca
jest warstwa poélprzewodnikowa kierujgca
dyfuzja pomiedzy substancjami poszczegdl-
nych warstw ogniwa.

5. Ogniwo fotoelektryczne wedlug zastrz. 1,
znamienne tym, ze warstwa oddzielajgca
sklada sie z chlorowcéw metali ciezkich.

VEB Carl Zeiss Jena

Zastepca: dr Andrzej Au
rzecznik patentowy
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